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zepojeni vybijeciho obvodu pro zkré-
ceni doby vybijeni kondenzdtoru po odpo-
jeni zdroje napéti. ‘

Vyndlez je z oboru slaboproudé ele-
ktroniky. Vyndlez se tyké zapojeni vybi-
jecfho obvodu pro zkrdceni doby vybijeni
kondenzdtoru po odpojeni zdroje napdti,

pripadné pro zkratovéni dvou uzld elektric-

kxého obvodu, které jsou napdjeny klesaji-
cim nepdtim vybijenyeh kondenzdtord vnéj-
%7ho obvodu, po odpojeni zdroje napdti.

Podstata spodivd v tom, Ze paralelnd
k uzltm vn&jsiho obvodu, které jsou po
odpojeni zdroje napdti napdjeny klesaji-
cim nepdtim vybijengch kondenzdtord vnéj-
%iho obvodu, je pripojen kolektor a emi-
tor prvniho trenzistoru komplementdrni
spinaci struktury s charakteristikou $i-
zené Sty¥vrstvé diody, prilemZ ke kolek-
toru tohoto tranzistoru je pres diodu
v propustném sméru piipojen emitor druhé-
ho trenzistoru komplementdrni spinaci.
atwuktuyy 8 charakteristikou Fizené Styr-
vrstvé diody a soudasné i jeden p6l po-
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doby vybijeni kondenzdtoru po odpojeni

mocného kondenzdtoru, jeho¥ drubf pol je
p¥ipojen k emitoru prvniho tranzistoru
komplementdrni spinaci struktury s cha-
rakteristikou $izené &tyPvrstvé diody, jak
je patrno z obr. 1, 2 & 3.



204 583

Vynilez se tykd zapojeni vybijecfho obvodu pro zkrdceni doby vybijeni kondenzdtoru
po odpojeni zdroje nap¥ti, p¥ipadnd pro zkraetovdni dvou uzld elektrického obvodu, které
jsou napdjeny klesajfcim napétim vybijenfch kondenzdtork vn&jSiho obvodu, po odpojent

zdroje napéti;

Dosud znémé zapojeni ¥ed3i vybijeni kondenzdtoru po odpojeni zdroje napti, pokud to-
to vybijeni je #ddouci pro sprévnou funkeci za¥izeni, bud odporem p¥ipojenym paralelné.
p¥imo ke kondenzdtoru, nebo odporem pPipojenym peralelnd ke svorkdm obvodu od kteryeh Je
zdroj napdti odpojovén, s vyPazenim ostatnich odporl v pivodnd nebijeci cest& zpétnou dio~
dou, p¥ipadnd paralelnim spinacim prvkem, jehoZ sepnuti je odvozeno od okamZiku odpojeni
zdroje nap&ti. P¥ipojeni odporu paralelnd ke kondenzdforu mé nevyhodu v tom, %e paralelni
odpor sniZuje velikost napdti ne kondenzdtoru v ustdleném stavu 1 velikost Zasové konsten-
ty obvodu v dob& nabijeni, takZfe jeho hodnotu & tedy hodnotu vybijeci 8asové konstanty
obvodu nenf mo¥né libovolné zmenSovet. P¥ipojeni odporu paralelnd ke svprkém obvodu, od
kterych je zdroj nap&ti odpojovdn,sice neovlivinuje &asovou konstantu v dobd nebijeni,
avBak pripojeny odpor zat¥Zuje zdroj napdti v dobé nebijeni, tak¥e jeho hodnotu rovnéZ
neni mo¥né volit libovolnd malou. Paralelni pripojeni spfnaciho prviu umo¥nuje sice nej-
rychlejs{ vybit{ kondenzdtoru, aviak odvozeni sepnuti od okamfiku odpojeni zdroje napéti

vede obvykle ke zna¥né sloZitosti zapojeni,

Uvedend nevyhody jsou na minimum sniZeny zapojenim vybijeciho obvodu podle vynédlezu,
s diodou, pomocnym kondenzdtorem a komplementdrni spinaci strukturou s charakteristikoﬁ
Pizend Styd¥vrstvé diody, realizovanou bud p¥imo polovodidovym prvkem zndmym pod ndzvem
¥{zend ¥tybvrstvd dioda nebo zndmou kombinaci komplementdrnich tranzistord, kterymi je #i-
zend Styfvrstvéd diode v ndhradnim schematu i ve skutednosti gasto nahrazovéna, jehoZ pod-
stata_spbéivé v tom, %e paraleln$ k uzlim vndjSiho obvodu, které jéou po odpojeni zdroje
napéti napdjeny klesajicim napétim vybijenfch kondenzdtord vnéjsiho obvodu, je pripojen
kolektor e emitor prvniho tranzistoru komplementdrni spinaci struktury s charakteristikou
${zené Sty¥vrstvé diody, piilem? ke kolektoru tohoto tranzistoru je pfes diodu v propust-
ném smdru piipojen emitor druhého tranzistoru komplementdrni spinaci struktury s charakte-
ristikou $izené Sty¥vrstvé dlody a soulasnd i jeden pol pomocného kondenzétoiu, jeho¥ dru-
hy p51 je p¥ipojen k emitoru prvniho trenzistoru komplementdrni spineci struktury s cha-

rakteristikou ¥izené Sty¥vrstvé diody.

V§hodou zapojeni je, Ze vytvd¥{ velmi rychlou vybijeci cestu pro kondenzdtory vnéj-
yéiho obvodu, stejnd jako obvyklé spinaci prvky, pfitom viak nevyfaduje %4dné zvlddtni Fi-
dic{ obvody pro urdeni okamZfiku sepmuti. Sepnuti vybijeciho obvodu podle vyndlezu, p¥i
kterém dojde ke zkratovéni zvolenych uzld vndjsiho obvodu napdjenych klesajicim napdtim
vybijenfech kondenzdtord vnéjSfho obvodu po odpojeni zdroje napéti, je odvozeno od poklesu

napéti mezi t¥mito uzly o hodnotu oteviraciho nepét{ prechodu bdze - emitor druhého tran~
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zistoru komplementdrni spinaci struktury s charakteristikou ¥{zené StyPvrstvé diody, coi
je hodnota reletivnd mald, nap¥iklad 0,65 V u kPemikovych tranzistord. Sepnuti trvd prak-
ticky a% do dplného vybitd kondenzdtord vnéjéihq obvodu & kondenzdtoru pomocného, pfipadné
jen do okam¥iku opétného piipojeni zdroje napdti. DalSi vyhodou je, Ze v normdlnim provoz~
nim ustdleném stavu zapojeni vybijeciho obvodu podle vyndlezu neodebird Zddnou energii.
Vfhodnd je i skutednost, Ze vybijeci obvod podle vyndlezu nevyZaduje ke své ¥innosti Z4d-
né zv1édtni nepdjeci nepdti, tak¥e je) lze pouZit i v phipadd, kdy jsou pFistupny pouze

uzly vybijeci cesty vndj¥iho obvodu.

Ne p¥iloZeném vykresu je schématicky zndzornéno p¥ikledné provedeni zapojeni vybiie-
¢fho obvodu podle vyndlezu. Obr. 8. 1 uvddi zdkladni zapojeni, podstatné pro obeoné pou-
#14{. Obr. 8. 2 & 3 uvéd{i dva pbiklady konkrétnfho vyuZit{ zapojeni vybijeciho obvodu pod-
le vyndlezu. Zapojeni podle obr. 1, kde kondenzdtor 1, odpor I, odpor 8 & zdroj napéti 9 .
jsou souddstf piikledného jednoduchého vn8j¥iho obvodu a prvni ochranny odpor 5, druhy
ochranny odpor 6, dioda 3, kondenzdtor 4 a komplementdrni spinaci struktura 2 8 charakte=
ristikou ¥izené Styivrstvé diody, sestavensd ze dvou komplementdrnich tranzistord 21 a 22,

jsou souddsti vybijectho obvodu podle vyndlezu, pracuje takto.

Po p¥ipojeni zdroje napéti 9 se nabiji kromé kondenzdtoru 1 i pomoeny kondenzdtor 4
pres diodu 3 pdlovenou v propustném sméru. Goytek napéti na diod¥ 3 plsobi v zdvérném
smdru ne prechod bdze - emitor druhého tranzistoru 22 komplementdrni spineci struktury 2,
kterd je uzaviend a p¥i nabijeni se neuplatnuje, protoze v dfisledku uzavieni druhého tran-
zistoru 22 komplementdrni spinaci struktury 2, Je uzavien 1 jeji prvni tranzistor 2l.

V pribli¥né ustdleném stavu je kondenzdtor 1 nabit na napét{ urdené zdrojem napéti 9

a odporovym délidem tvorenfm odpory 7, 8. PFibliZné ne toté% napst{ je nabit 1 pomoeny
kxondenzdtor 4. Komplementdrni spihaci struktura 2 se stdle neuplatnuje, ponévad% ne. pie-
chodu bdze - emitor druhého tranzistoru 22 komplementdrni spinsci struktury 2, je nulové
nepéti., Po odpojeni zdroje napéti Q se za¥ne kondenzdtor 1 vybijet pres odpor 7. Pomoeny
kondenzdtor 4 zhstdvd nabit na témé¥ pivoedni napét{, pon¥vad: dioda 3 je nyni polarizové-
na v z&vérném smdru a zbytkovy proud komplementdrni spinaci struktury 2 v nevodivém'stavu
je malf. V okem¥iku, kdy napdt{ ne kondenzédtoru 1 poklesne o hodnotu oteviraciho nepdti
pFechodu bdze - emitor druhého tranzistoru 22 komplementdrn{ spinaci struktury 2, dojde-
k jejimu lavinovitému otevieni a rychlému vybit{ obou kondenzdtord 1 a 4. Ryohlost vybi-
jeni je prakticky omezena pouze ochrannymi odpory 3 e 6, které mohou byt velmi melé, Fé-
dovdé desitky ohmd. Pomocny kondenzdtor 4 p¥itom plni tlohu pomocného zdroje, ktery udriu-

2 v sepnutém stavu a% do dplného vybiti obou konden-

je komplementdrni spinaci strukiuru
zdtord 1 a 4. Pro sprdvnou &innost obvodu je dile?ité, aby dasovd konstata vybijeni po-
moeného kondenzdtoru 4, urdend pievdiné pouze velikosti pomocného kondenzdtoru 4 & veli-
kost{ ochranného odporu 6, byla alespon Yddové stejnd nebo v8tS8i nei &asovd konstanta

vybijeni kondenzdtoru 1, kterd je urdend prevdZné pouze velikosti kondenzdtoru 1 a ochran-

ného odporu 5. Vybijeci obvod podle vyndlezu pracuje vZdy po odpojeni zdroje napdti 9,
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bez ohledu ns to, zda nabiti kondenzdtoru ] a pomoeného kondenzidtoru 4 je dplné 8i nedpl-
né. Vybijeci obvod podle vyndlezu pracuje i v pFipadd, kdyZ nabijeni pomocného kondenzd-
toru 4 provihd, napiiklad viivem vétSi hodnoty ochranného odporu §, podstatné pomaleji neZ
nabijeni kondenzdtoru l. V tom pfipadd po odpojeal zdroje napéti 9 dojde opdt nejprve

k pozvolnému sniZovédni napéti ne kondenzdtoru ) v disledku vybijeni pPres odpor 7 & v dis-
ledku vybijeni do pomocného kondenzdtoru 4 pfes diodu 3» Na pomocném kondenzdtoru 4 napé-
t{ ddle vzrtatd af do okam¥fiku shody s napdtim na kondenzdtoru 1, kdy dojde k uzavieni
diody 3 a vySe popsanému vybijecimu procesu. V pripadé, kdy Sasovd konstanta vybijeni po-
mocného kondenzdtoru 4 je podstatnd mendi neZ dasové konstanta vybijeni kondenzdtoru 1,
dojde po odpojeni zdroje napéti 9 k pPeruSovanému vybijeni kondenzdtoru } pFes komplemen=-
tdrni spinseci strukturu 2. To je zpisobeno opakovenym dplnym rychlym vybitim pomoeného
kondenzdtoru 4, které vede k rozepnuti komplementdrni spinaci struktury 2 a jeho op&tnym

nabitim pPes diodu 3 z dosud zcela nevybitého kondenzdtoru l. Tento p¥iped neni vyznamny

pro praktické pouZiti.

Dva p¥fklady konkrétniho vyuZit{ vyndlezu jsou uvedeny na obr. 2 a 3. Na obrdzku 2
je zjednoduSené zndzorn&no ddlkové napdjeni dlilni 84sti vicendsobnfch frekveninich pfeno-
sovych systémd poufivenych v hlubinnych dolech. Na zdroj napéti 9 je pripojen kondenzdtor
1, z kterého je pFes ochranné odpory 5 rozvedeno napijeci nap&ti pro jiskrové bezpedné
obvody ;g,'dﬁlni 34sti phenosového systému. V pFipadd odpojeni zdroje napdti 9, dojde’

k velmi pomalému poklesu napéti na kondenzdtoru l. Mald rychiost poklesu napét{ je déna
znadnou velikost{ kondenzdtoru 1, vysokou hodnotou ochrannych odpord 5 a malou hodnotou
proudu odebiraného jiskrovd bezpednymi obvody 10. Deldim provozem pFenosového systému pii
podstatnd mendim napdjecim napdti, miZe bft velmi nepPiznivé ovlivnéne jeho &innost, zej-
ména chybovost, v disledku napéfové zdvislosti Yady parametrd. Pripojenim vybijeciho obvo-
du podle vyndlezu parelelnd k rozvodu napdjeciho napéti pro jiskrové bezpedné obvody 10,
se dosdhne toho, #e po odpojeni zdroje napdti 9 dojde jif p¥i malém poklesu napéti na
kondenzdtoru 1, ¥4dovE o nikolik desetin voltu, k dplné, strmé ztrdt& napdjeciho napdti
jiskrové bezpednyeh obvodl 10 a tim k vyFazeni pfenosového gystému z Sinnosti. Zv1idstd vy-
hodnou vlastnost{ v tomto p¥ipadd je, %e v ustdleném stavu, v normdlnim provozu, neodebi-
14 vybijeci obvod podle vyndlezu z rozvodu napdjeciho napéti pro jiskrové bezpedné obvody
10, %4dnou energii. Dald{ p¥iklad konkrétniho vyuZiti je uveden na obrdzku 3. Zde je zné-
zornén jednoduchy detektor impulsnd modulovaného signdlu. Tento detektor neni pouZitelny
v p¥ipadd, kdy opakovaci kmito¥et signdlu je blizky nosnému kmitodtu. Casovd konstanta
obvodu urdend velikosti kondenzdtoru 1 a odporu 7 a navriend s ohledem na ziskdni hladké
moduladni obdlky, zpisobuje zkresleni sestupné hrany impulsu, coZ p¥i vyS33im opakovacim
kmitodtu vede ke 3patné funkei detektoru. Tato nevyhodnd vlastnost se projevuje zejména
pPi nizkém kmitodtu nosného signdlu, kdy potfetnd Sasovd konstanta obvodu vychdzi velikd.
Pouiitim vybijeciho obvodu podle vyndlezu, lze tyto obtiZe za predpokladu, Ze droven de=-
tekovaného signdlu je Fddu jednotek voltd a vyssi, odstranit. fasovou konstantu obvodu

urdenou velikosti kondenzdtoru 1 a odporu 7 je mo%Zné volit, s ohledem na dosafeni hladké
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modula¥ni obdlky, dostatedn® vysokou a sestupnou hranu impulsu tvarovat vyﬁijecim obvodem
podle vyndlezu, pFipojenym paralelnd ke kondenzétoru 1 podle obrdzku 3. Tim lze dosédhnout
so‘u'éasné hledké modula¥ni obdlky a sprévné funkce detektoru i pfi opakovacim kmitodtu, kte-
r¥ Je blizki lmitodtu nosnému.

PREEDMET VYNLKALEZU

1. Zapojeni vybijeofho obvodu pro zkréceni doby vybijeni kondenzdtoru po odpojeni zdroje
napét{, piipadn¥ pro zkratovéni dvou uzlil elektrického obvodu, které jsou po odpojeni
zdroje napdti napdjeny klesajicim napétim vybijenfch kondenzgtorld vn¥jdiho obvodu,

s diodou, pomocnym kondenzétorem & komplementérni spinaci strukturou s cherakteristi-
kou ¥fzené Sty¥vratvé diody, realizovaﬁou bud p¥imo polovodidovyim prvkem zndmym pod
nézvem Yizend Sty¥vrstvd diode nebo zndmou kombineodl komplementdrnich tranzistord, kte-
rfmi je ¥izend tyfvrstvd dioda v néhradnim schématu i ve akute&nosti &asto nahrazovd-
na, vyznedendé tim, %e peralelnd k uzlim (A, B, C, D) vnéjEiho obvodu, kterd jsou po
odpojeni zdroje napéti (9) napdjeny klesajicim napé&tim vybijenfch kondenzdtord wndjdi-
ho obvodu; je pripojen kolektor a emitor prvniho tranzistoru (21) komplementdrn{ spina-
oi struktury (2) s cherekteristikou Fizené Styfvrstvé diody, pFidemZ ke kolektoru toho-
to trenzistoru (21) je p¥es diodu (3) v propustném sméru p¥ipojen emitor druhého tran-
zistoru (22) komplementdrni spinﬁci struktury (2) s charakteristikou F{zené Etydvrstvé
diody a soulasnd i jeden pél pomooného kondenzdtoru (4), jehoZ druhy pol je pPipojen

k emitoru prvnfiho tranzistoru (21) komplementérni spinaci{ struktury (2) s charakteris-

tikou Pizené Ety¥vrstvé diody.

2. Zapojeni podle bodu 1 vyznadené tim, Ze do série s kolektorem & nebo emitorem prvniho
tranzistoru (21) je zapojen prvni ochranny odpor (5) pro omezeni meximdlnihe vybijeci=-
ho proudu protékajfcfho komplementdrni spinaci strukturou (2) v sepnutém stavu z vndj-

Siho obvodu.

3. Zapojeni podle bodu 1 a 2, vyznaSené tim, Ze do série s pomocnym kondenzdtorem (4) je
zapojen druh§ ochranny odpor (6) pro omezeni maximdlnfho vybijeciho proudu pomocného

kondenzédtoru (4).
4. Zapojenl podle bodu 1, 2 & 3, vyznalené ti{m, %e do p¥ivodu emitoru druhého tranzistoru

(22) je vlofen dali{i odpor, piipadné Zenerove diode & nebo diode v propustném smeru,

pro posunuti ﬁroyné sepnuti komplementérni spinaci struktury (2).

3 vikresy
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Obr. 2

obr. 3
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